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NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehduse BF 224

Flr nicht geregelte FS-ZF-Verstérkerstufen in Emitterschaltung
Fiir allgemeine HF-Anwendungen bis zu 860 MHz als Mischer,
Oszillator oder HF-Verstarker

Mechanische Daten

Mafle in mm “Silect pin circle "

12,7 min—ed 4,78

1 - Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Dieser Transistor ist in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lbt-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
pezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068.

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung 45 v
Kollektor-Emitter-Spannung v
Emitter-Basis-Spannung 4V
Kollektorstrom 50 mA
Gesamtverlustleistung (Bem. 1) 250 mw
Lagerungstemperatur —55°C bis +150°C

Temperatur der Zuleitungsdréhte in 1,6 mm Abstand vom Geh#use (10 5 Dauer) 260 °C

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf Ty = 125 °C mit 2,5 mW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 26 °C (wenn nicht anders angegeben) '
Parameter Prifbedingungen min typ max Einh.
Usriceo lo= 100pA, lg=0 ] v
Usmyceo lg=4mA, Ig=10 40 4
Usmzso Iz = 100pA, lg=0 4 v
leno Upp =20V 100 nA
loBo Ugn = 20V, Ty =85°C 10 il
lgso Ugeg =3V, lg=0 100 nA
hre Ugg =10V, lg =4 mA 30 75
In Ugg=3V; Ig=10ma 1 nA
Ung le=4ma; Uge=10V 0,75 0,84 v
fr Ueg =10V, lgc=4 mA, 400 TO0 MHz
—C12a Ueg =10V, lo=1mA, =107 MHz (Bem. ) 0,28 pF
qupt Ul:!-1u1'lrp |E-4mﬁu f"ﬁMH: 44 dB
Yierpolkoeffizienten
Ugg =10V, lc =4 mA, =366 MHz .
g11e = 30 m3 | Yige| = TOus |
bi1e = 6,0 mS Plge = - I
Ciie = 26 pF .
O2ae = 35 15 .
bgge = 245 pS5 | Ya1e| = 100 mS !
Cag = 1,1pF gate = —10°
|
i
Bemerkung:

2, Mit Abschirmung —Cise = 0,22 pF.
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Eingangskennlinie In = {(Upe)
Uge = 10 V, Ty = 25 °C (Emitterschaltung)
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Transitfrequenz fr = f(ic) Rickwirkungskapazitit Cis. = f(Ucr)
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